
Fig.1 Cross-sectional images of SiC crystal grown on C-face (a) without and (b) with melt-back process. 
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[背景] 半導体パワーデバイス用途の SiC 単結晶の高品質化への期待から、近年、溶液法が注目

されている。溶液法は昇華法と比較して、種結晶よりも転位密度の小さい成長結晶が得られる

[1][2]。溶液法では結晶成長前に種結晶表層を溶解させるメルトバック工程があり、成長結晶の品

質を左右する重要な工程と考えられているが、研究例が少なく、その詳細は不明な点が多い[3]。

そこで本研究では、メルトバックが成長初期の結晶性に及ぼす影響について明らかにすることを

目的とした。今回、メルトバック非適用時と適用時で溶液成長実験を行い、種結晶と成長結晶の

界面観察と成長結晶の品質比較を行った。 

[実験方法と結果] 溶液成長は TSSG (Top-Seeded Solution Growth)法で行った。溶媒は Si-Ti融液

(Si:Ti=77:23at%)、種結晶は 4H-SiC の{0001}オン基板(各 2.5 cm×1.25 cm)とした。黒鉛坩堝(内径

6.5 cm)内に、液面温度 1900℃の溶液を調整し、液面から下方向に+4℃/cmの温度勾配を形成した。

メルトバックは、種結晶を着液後、液面から 4 cmの深さに 3時間浸漬させて行った。その後、種

結晶を液面から 0.5 cm下の位置に移動させて結晶成長を開始し、成長時間は 3時間とした。メル

トバックは実施せず、上記の成長位置に移動したと同時に結晶成長を開始する比較実験も行った。 

Fig.1(a)、(b)にメルトバック非適用時と適用時で C面上に結晶成長させた成長結晶の断面光学顕

微鏡写真を示す。メルトバックを適用した場合、元の種結晶厚みとの比較よりメルトバック量は

約 22 μmであることがわかった。メルトバックを行わず、成長した結晶には、溶媒インクルージ

ョンや異種多形の混入が見られる。一方、メルトバック後に結晶成長を行うと、溶媒インクルー

ジョン生成と異種多形の混入が抑制されることがわかった。 
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